
Electrónica Avanzada 1         Examen – 08/02/2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examen de Electrónica Avanzada 1
08/02/2021

Resolver cada problema en hojas separadas.
Duración de la prueba: 3 horas y media.
La prueba es sin material e individual.
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos. 

Problema 1: (38 puntos)

Para el circuito de la Figura:
a) Identifique cual es la pata no inversora.
b) Calcule la ganancia diferencial.
c) Calcule la resistencia de entrada diferencial del circuito.
d) Determine el rango de entrada en modo común.

Para las partes a), b) y c) suponer que las tensiones de continua y el modo común de V1 y V2 son
tales que todos los transistores trabajan en zona activa
Datos: 
Para todos los transistores β = 200, V

BE
 = V

EB
 = 0,7 V, V

CESAT
 =  V

ECSAT
 = 0,3 V.

VCC = |-VCC| = 10V.
RL = 5 kΩ.
I1 = 4mA, I2 = 1mA. Ambas fuentes necesitan una tensión mínima de  V

I
 = 1 V para funcionar

correctamente.
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Problema 2: ( 36 puntos)

El circuito de la Figura es un espejo de corriente con relación de copia no unitaria.  La fuente de 
corriente iIN tiene una componente dc llamada IDC y una componente de señal llamada is.

    a) Determine iout/is , la razón de copia del espejo a baja frecuencia, donde iout es la componente de 
señal a la salida.

    b) Determine la expresión literal y el valor numérico de la frecuencia de caída de -3 dB del 
circuito.

Datos: 
 n = 3, RL = 1 kΩ,  IDC = 50 μA.
 Las tensiones VDD y VB son fijas y tales que todos los transistores operan en saturación.
 W = 60 μm, L = 20 μm, δ = 0, VA = ∞.
 Capacidad de óxido por unidad de área: COX = 5 mF/m² , μnCOX= 500 μA/V2.
 Capacidades de overlap: Cgso = Cgdo = 1 pF. 
 Se desprecian las capacidades: Cdb y Csb. 
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Pregunta : (26 puntos)

a) Para el circuito de la figura 1 calcule analíticamente, en función de los parámetros definidos en 
dicha figura, la tensión de salida Vout=Vout+ - Vout-
b) Que valor debería tomar VEE para que Vout=Vout+ - Vout- sea proporcional a la potencia 
consumida por el DUT. 

Puede asumir en todo el problema que VCC, VCCH y VEE son tales que todos los transistores 
operan en zona activa. Q1, Q2, Q3 y Q4 son idénticos, con beta mucho mayor a 1, tensión de Early 
infinita y se cumple que la caída en Rshunt es mucho menor que 2VT.

Figura 1
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